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１．概要（Summary） 

p 型シリコンウエハにリン（P）をドープして作製した pn

接合の空乏層の幅が SEM-EBIC法による測定で約 

5 m と確認された。これは理論計算で求めらる 1 m

幅から大きく外れており、原因としてアニールによりドーパ

ントが広く拡散したことが考えれる。また作製条件が同じ

サンプルでも空乏層が確認されないケースが見られた。 

以上の問題の原因解明のため、ドーパントのシリコン中

の拡散を評価をした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

二次イオン質量分析装置(D-SIMS) 

【実験方法】 

pn 接合サンプルの、表面より深さ方向 5 m までの P

イオンの濃度を、D-SIMSで評価。  

サンプル：p 型（B ドープ、濃度 1014～1015/cm3）シリコン

ウエハに 150 keV で P イオンを注入したのち、炉で

900℃、10分間アニール。サンプル数は以下の 2点。 

A：空乏層が確認されたサンプル 

B：空乏層が確認されなかったサンプル 

 

3．結果と考察（Results and Discussion） 

Pの深さ方向に対する濃度変化を Fig. 1に示す。 

A、B ともに P イオン濃度が深さ 5 m 地点で 1018 /cm3

以上あり、ドーパントが広く拡散していることが確認された。

アニール方法の検討が必要であることが明確となった。 

またサンプルAとBの測定結果を比較すると、Pイオン

の濃度プロファイルに空乏層の有無に影響するような差

が見られなかった。イオン注入とアニール以外でデバイス

作製プロセスに問題がなかったか今後調査する。 

(a) 

(b) 

Fig. 1  P depth profile of pn junction samples. 

(a):sample A , (b):sample B. 
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